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"Anordnung zur ErhShung der Strahlungsdichte 
von Sttahlungsquellen" 



Die Erfindung betrlff t eine Anordnung zur ErhShung der 
mittleren Strahlungsdichte einer Strahlungsquelle, die 
mehrere im Abstand voneinander angeordnete Einzelstrah- 
lungsquellen aufweist. 

Halbleiterlaser stellen bekanntlich Strahlungsqt&len 
hoher Strahlungsdichte dar. So kdnnen gepulste Strahlungs- 
leistungen von einigen Watt aus einera einzelnen Halbleiter- 
laser bei einer linienfSrtnigen Eraissionsf ISche von ca* 
2 x 200^ ge>ionnen werden. Dies entspricht rund lo kW/mm 2 . 

Aus der physikalischen Natur des Halbleiterlasers ergeben 
sich jedoch fttr grBflere Strahlungsquellen wesentliche Be- 
schrgnkungen* Die oben erwShnte Strahlungsdichte kann 
imroer nur aus linienfSrmigen Quell en etwa der oben er- - 
wfihnten Abmessungen gewonnen werden* Will man mehrere 
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Halbleiterlaser nebeneinander (arrays) oder tlbereinander 
(stacks) anordnen, so mufl man dafiir sorgen, dafl die im 
Halbleiterlaser entstehende WSrme, die um die Faktoren lo 
bis loo grttfler sein kann als die nutzbare Strahlungs- 
leistung, abgefUhrt wird# Dieses Problem, welches bei 
zunehmender Laseranzahl und gleichzeitiger enger Packung 
der Laser immer schwieriger wird, begrenzt letztlich den 
rfiumlich kompakten Aufbau vieler Halbleiterlaser. Eine 
Beleuchtungsquelle aus vielen, beispielsweise quadratisCh 
angeordneten Lasern hStte viberdies den Nachteil. sehr in- 
homagener Bildf.eldausleuchtung, da die emittierende Quelle 
aus lauter isolierten Linien besttinde, Eine BUndelung 
dieser leuchtenden Linien unter Erhaltung der Strahlungs- 
dichte der einzelnen Linie (etwa durch eine Linse) ist 
aufgrund elemerrfarer physikalischer GesetzmSfligkeiten 
nicht mCglich. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung 
aufzuzeigen, die die oben angefiihrten Nachteile nicht auf- 
weist, die die hohe. Strahlungsdichte von Einzelstrahlungs- 
quellen besser auszunutzen gestattet und die aufterdem sine 
homogene Bildf eldausleuchtung bewirkt. 2ur Losung dieser 
Aufgabe wird bei einer Anordnung der eingangs erwMhnten 
Art nach der Erfindung vorgeschlagen, dafl Glasfas rn vor- 
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gesehen sind, die die von den Einzelstrahlungsquellen er- 
zeugte Strahlung weiterleiten, und dafl diese Glasfasern 
derart zu einem Biindel zusammengef aflt sind, dafl ihre Enden 
eine strahlende PlSche ergeben und einen geringeren Ab- 
stand voheinander haben als die Einzelstrahlungsquellen* 

Als Einzelstrahlungsquellen sind Bauelemente zu verstehen, 
die wie z.B. Halbleiterlaser eine Strahlung erzeugen. Bei 
der Anordnung der Erfindung wird die von den Einzelstrah- 
lungsquellen erzeugte Strahlung nicht bereits von den 
Einzelstrahlungsquellen nach auBen abgestrahlt, sondern 
von den Enden der mit den Einzelstrahlungsquellen verbun- 
denen Glasfasern, die in ihrer Gesamtheit eine abstrahlen- 
de Flfiche und dainit die eigentliche Strahlungsqijelle er- 
geben. 

Je enger die Glasfasern am gebttndelten Ende gebtindelt sind, 
desto gleichmSBiger wird die Strahlung nach au3en abge- 
strahlt und desto hBher ist die mittlere Strahlungsdictite. 
Unter mittlerer Strahlungsdichte versteht man diejenige 
Strahlungsdichte, die im Mittel an alien Punkten der 
strahlenden FISche vorhanden ist, Durch die Erfindung wird 
eine grSflere mittlere Strahlungsleistung erzielt. Die 
Erfindung bietet die MSglichkeit, die Einzelstrahlungs- 
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quellen r&umlich welter voneinander als bisher ' anzuordnen, 
wodurch ihre WSrineableitung verbessert wird. Eine bessere 
Wfirmeableitung erhfiht die Belastbarkeit, so dafl- zeitlich 
ISngere Pulse zur Anwendung kommen konnen. , 

GemSfl einer AusfUhrungsf orm der Erfindung werden die Glas- 
faserenden am gebtindelten Ende in einer Ebene liegend 
angeordnet. Dies erreicht man beispielsweise durch gemein- 
sames Verkitten und Planschleif en der Glasf aserenden* 

Als Einzelstrahlungsquellen sind beispielsweise Halbleiter*- 
laser vorgesehen t GemSB einer Ausf tihrungsf orm der firfjLndung 
sijjd die Querschnitte der Glasf asern dem Quershnitt. des 
emittierenden Bereichs der Einzelstrahlungsquellen ange- 
paBt. 1st nftmlich der Querschnitt der Glasfasern nicht 
grdfier als der des emittierenden Bereichs der Einzel- 
strahlungsquellen, so erfolgt eine optimale Weiterleitung 
der Strahlungsdichte durch die Glasfasern* Bei Verwenctog 
von Halbleiterlasern soli beispielsweise der Querschnitt 
der Glasfasern dem Querschnitt des emittierenden Bereichs 
der Laserenden soweit wie mttglich angepaflt sein. Dies 
bedeutet bei Halbleiterlasern eine Anpassung des Quer- 
schnitts der Glasfasern an den Bereich der pn-tfcergSnge 
der Halbleiterlaser, 
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Da der Bereich der pn-ObergSnge bei Halbleiterlasern linien- 
f45rmig in seinem Querschnitt verlSuft, erzielt man eine 
Anpassung der Querschnitte in diesera Pall am besten durch 
GlasfaserbSnder, die beispielsweise aus meheren Glasfaser- 
adern bestehen. Urn die Btlndelung mehrerer Glasf aserbSnder 
zu erleichtern, empfiehlt es sich, die Glasf aserbSnder an 
den zu btlndelnden Enden in ihre einzelnen Adern *aufzutei- 
len. Diese Aufteilung kann man beispielsweise durch Atzen 
dazu geeigneter Glasf aserbSnder erreichen* 

Die Glasfasern bzw. Glasf aserbSnder werden auf die Einzel- 
strahlungsquellen aufgesetzt bzw* aufgekittet. Bei Halb- 
leiterlasern werden die Glasfasern bzw* Glasf aserbSnder 
beispielsweise auf die Laserenden aufgesetzt, und zwar , 
derart, daO sie in der Ebene des pn-Oberganges verlaufen. 

Die Erfindung wird im folgenden an einem Ausftihrungsbei- 
spiel n&her erlHutert. 

Die Figur 1 zeigt eine Anordnung nach der Erfindung, bei 
der mehrere Halbleiterlaser 1 als Einzelstr ahlung squalen 
voneinander im Abstand auf einem terjrassenformigen Grund- 
kSrper 2 angeordnet sind. Die Terrassenform 1st deshalb 
gewShlt, damit die WHrme besser abgefUhrt werden kann. 
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Die Halbleiterlaser sind dabei in verschiedenen Ebenen 
angeordnet, und zwar der Hohe und der Tiefe nach. Es 
leuchtet ein, daI3 eine.solche aus' wSrmetechnischen Grtln- 
.den erforderliche Anordnung der Einzelstrahlungsquellen 
niemals eine" besonders gtinstige gemeinsame Strahlungsf ISche 
ergeben wUrde. 

Urn diesem Umstand abzuhelfen, wird die Strahlung nicht- un~ 
mittelbar yon den Halbleiterlasern 1 abgestrahlt, sondern 
durch Glasfasern 3 weitergeleitet, die beispielsweise auf 
die StirnflSchen der Halbleiterlaser 1 aufgekittet sind. 
Die von den einzelnen Strahlungsquellen 1 ausgehenden Glas- 
fasern 3 sind an den den Einzelstrahlungsquellen abge- 
wandten Eriden zu einem Btindel zusanimengef afit, und zwar mit 
Hilfe der gemeinsamen Fassung 4, .in die die Enden der Glas- 
fasern eingespannt bzw. eingeklemmt sind. Die Enden S der 
Glasfasern 3 ergeben die eigentliche strahlende FlSche. 
Die Enden 5. sollen moglichst in einer Ebene liegen, was 
beispielsweise durch gemeinsames Abschleifen der Glasfaser- 
enden erzidt werden kann. Den Halbleiterlasern 1 konnen 
auch mehrere Glasfasern 3 zugeordnet sein. 

Durch die Erfindung erhglf man eine vergleichsweise hbmogene 
Strahlung, wobei die ausstrahlende FISche, die durch die 
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Glasf aserenden. 5 gebildet wird und als eigentliche Strah- 
lungsquelle wirkt, wesentlich geringere Abmessungen h± als 
die terrassenformige Anordnung der Strahlungsquellen. 

Die Figur 2 zeigt den Fall, dfi gemMB einer anderen Aus- 
filhrungsform der Erfindung anstelle von einzelnen Glas- 
fasern bzw* Glasadern ein Glasf aserband 3 vorgesehen 1st, 
das beispielsweise aus einzelnen Glasadern bestehen kann. 
In der Figur 2 sind* nicht alle erforderlichen Halbleiter- 
laser eingezeichnet, sondern nur ein einzelner Halbleiter- 
laser 1, an dem die Verwendung eines Glasf aserbandes 3 
anstelle einer Glasader demonstriert wird. Diese Glasfaser- 
bfinder haben gegentlber Glasf aseradern den Vorteil,- daB ihr 
Querschnitt dem Querschnitt des emittierenden Bereichs 
der StrahlungSquellen 1 besser angepaGt werden kann, d*h. 
bei Halbleiterlasern z.B. dem linienfBrmigen Verlauf des 
pn-t)berganges 6 des aus einer Halbleiterdiode bestehenden ■ 
Halbleiterlasers 1. Durch diese geometrische Anpassung der 
Glasf aserbfinder an die emittierenden Bereiche der Einzel- 
strahlungsquellen wird eine hOhere Strahlungsdichte er- 
zielt. GlasfaserbSnder kSnnen gemSB der Figur 2 wieder in 
einzelne Glasadern 7 aufgeteilt werden, was den Vorteil 
hat, dafl die aus den einzelnen Glasf aserbMndern am Ende 
resultierenden Glasadern 7 leichter gebttndalt werden hew. 
in einer gemeinsamen Fassung zu einem BUndel zusammenge- 
faflt werden kBnnen. 
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Patentansprviche 



[\y Anordnung zur ErhBhung der mittleren Strahlungsdichte 
einer Strahlungsquelle, die mehrere im Abstand voneinander 
angeordnete Einzelstrahlungsquellen aufweist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft Glasfasern vorgesehen sind, die die von 
den Einzelstrahlungsquellen erzeugte Strahlung weiter- . 
leiten, und d* diese Glasfasern derart zu einem BUndel 
zusammengefaflt sind, dan ihre Enden eine strahlende FISche 
ergeben und einen geringeren Abstand voneinander haben 
als die Einzelstrahlungsquellen, 

2) Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Glasfasern derart zu einem BUndel zusammengef afit sind, 
dafl sie am geblindelten Ende einen moglichst geringen Ab- 

- stand voneinander haben* 

3) Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, dfetB dife Glasfaserenden am gebUndelten Ende in einer 
Ebene liegend angeordnet sind. 

4) Apordnurig nach einem der AnsprQche 1 bis 3 f dadurch 
gekennzeichnet, dafl als Einzelstrahlungsquellen Halb- 
leiterlaser vorgesehen sind. 
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5) Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dan die Quershnitte der Glasf asern dem 
Querschnitt des emittierenden Bereichs der Einzelstrah- 
lungsquellen angepaBt sind. 

6) Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dafl zur Weiterleitung der Strahlung von 
den Einzel strahlung squell en Glasf aserbSnder yorgesehen 
sind. 

7) Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dan 
die Glasf aserbSnder an den zu biindelnden Enden zur Er- 
leichterung der Biindelung in einz-elne Adern aufteilbar 
sind. 

8) Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Glasf asern unmittelbar auf den 
emittierenden Laserspiegel aufgekittet sind. 

9) Verfahren zum Herstellen einer Halbleiteranordnung 
nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Strahlung emittierende FISche der Glasf aserenden 
durch gemeinsames Verkitten und Planschleif en in einer 
Ebene hergestelLt wird. 
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